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中性子転換注入(NTD: Neutron Transmutation doped)は熱中性子と、構成原子との核反応によ

る制御性に優れた均一な不純物ドーピングが期待できる手法である[1,2]。以前我々が行った研究

において、NTD-GaN は(n,γ)反応により 69Ga が 70Ge に、71Ga が 72Ge に転換注入され、Ge の DX

様センターがドナーとして働くことを示した[3]。また(n,p)反応により 14N が 14C に転換注入され

ることを液体シンチレーション法より明らかにし、14C アクセプターが DX様センターGe のドナー

を補償している可能性を示唆した[4]。本研究では、NTD-GaNを電気的観点から評価した。 

出発材料は単結晶薄膜 GaN(膜厚 2μm)である。この試料に京都大学原子炉実験所の水圧輸送管

設備を用いて中性子の照射を行った。照射条件は熱中性子束Φth=8.15×1013 cm-2s-1 、高速中性子

束Φf =3.9×1013 cm-2s-1 で照射時間は 48 時間である。種々の核反応に対してそれぞれ転換注入

濃度を算出した結果、72Ge と 14Cの濃度はそれぞれ 1.24×1018cm-3と 1.13×1018cm-3であった。 

1000℃アニール NTD-GaN に対して、Van de Pauw 法による AC ホール効果測定を測定温度 100～

500℃で行った。200℃の比抵抗は 1.38×106Ωcm 、キャリア濃度は 1.85×1011cm-3、500℃での比

抵抗は 1.11×102Ωcm、キャリア濃度は 1.83×1015cm-3であった。キャリア濃度は転換注入濃度の

計算値と比較して 3桁小さい。そのため 14Cアクセプターは DX様センターGeのドナー準位を補償

し、高抵抗化していると考えられる。またキャリア濃度の温度依存性からキャリアの活性化エネ

ルギーを算出した結果、約 960 meVの活性化エネルギーを有する準位の存在が明らかとなった。 

ラザフォード後方散乱測定を行った結果、整軸イオン収量χmin とチャネリングディップの半値

角は未照射 GaN では 2.04％と 1.03°、1000℃アニール NTD-GaN では 1.93％と 1.02°であり、こ

の結果から Ga原子の変位は認められず、約 960meVの準位は Ga原子の欠陥との関係性がないこと

が明らかとなった。 
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